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摘要(译)

装置（ 201 ）包括在单个流体可渗透基板（206）上形成的光发射器（ 
202 ）和光电探测器（ 203 ）。这样光电探测器（ 203 ）能够在光与设
备使用者相互作用后检测光发射器发出的光（ 202 ）（ 201） 的）。光
电探测器包括通道构件（ 207 ），其可以由石墨烯，相应的源电极和漏
电极（ 209 ）制成，一层光敏材料（ 210 ）配置为在暴露于来自光发射
器的光（ 202 ）和栅极时改变通过通道构件的电流（ 207 ）电极（ 211 
）。该装置（ 201 ）还包括一层不透流体的介电材料（ 212 ），其被配
置为抑制流动通道构件（ 207 ）与光电探测器（ 203 ）的栅电极（ 211 
）之间的电流，以实现电导率通道构件（ 207 ）由施加到栅极电极（ 
211 ）的电压控制并抑制发光器的曝光（ 202 ）渗透透过流体可渗透基
质的流体（ 206 ）。该流体不可渗透的介电材料层（ 212 ）允许使用由
聚合物材料制成的弹性基底，而没有由渗透流体引起的对上覆部件的损
坏的风险。流体不可渗透的介电材料层（ 212 ）的双重功能减少了用于
形成设备的制造步骤的数量（ 201 ）并且导致更薄，更多紧凑设备。
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